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Tato prace se zaméfuje na experimentalni a teoretické studium kvantovych tecek (QDs)
ptipravenych z 1lI-V polovodic¢l epitaxi z organokovovych sloucenin. Pro studium byly
vybrany tfi systémy materidla: (i) napétim ladéné InGaAs QDs, (ii) InAs QDs prekryté GaAsSb
vrstvou a (iii) InGaAsSb QDs na GaP substratu s 5 ML GaAs mezivrstvou. Elektronova stuktura
téchto systém0 byla pocitana pomoci aproximace obalkovych funkci zaloZzené na 8-pasové
k.p teorii, multi¢asticové korekce byly zohlednény metodou konfiguracéni interakce (Cl). U
systém (ii) a (iii) byla elektronova struktura navic studovana pomoci fotoluminiscenéni (PL)
spektroskopie.

Pro QDs vyrobené z 1lI-V polovodicl bylo zjisténo, Ze nelinearni ¢leny piezoelektrického jevu
dominuji nad linedrnimi. PrestoZe energii lokalizovanych stavl zapocteni téchto clen(
ovliviiuje jen minimalné, pro tecky externé ladéné aplikovanym anizotropnim napétim byly
jiz dfive prokdzany dramatické zmény elektrického dipélového momentu, které mohou byt
popsany pouze prvky druhého radu piezoelektrického tenzoru. Provedl|i jsme tuto analyzu a
nase vypocCty ukazuji, Ze dominantni roli na zménu dipdlu hraji predpéti zplsobené
pfipevnénim vzorku na stolek s piezo-pohonem a vyska tecek. Z toho dlivodu jsme vyvinuli
analytické modely pro odhadnuti zmén dipdlu jako funkce vysky tecek a/nebo predpéti
poskytujici experimentdtorim voditko k naladéni dipdlu.

Pomoci intenzitné a polarizacné rozliSené PL spektroskopie byla studovana excitonova
struktura InAs QDs, které diky tlusté kryci GaAsSb vrstvé maji uvéznéni typu-Il, s velkym
modrym posuvem. Srovnanim PL spekter s viceéasticovymi vypocty byly identifikovany
prechody neutralniho excitonu, biexcitonu a negativniho trionu. Modry posuv téchto
prechodl byl srovnan s vypocty pomoci Cl se self-konzistentnim cyklem, které poskytuji
uspokojivou shodu.

Na zavér studujeme systémy InGaAsSb/GaAs/GaP QD, které byly navrieny pro tzv. “QD
flash” pamétové jednotky. Ze studia InGaAs QDs je dobfe znamo, Ze pfidani Sb do struktury
Casto vede k uvéznéni typu-ll a ke zvySeni délky rekombinace. Proto jsme zkoumali vliv Sb na
tento systém, tj. na excitonovou strukturu a usporadani pasi v realném i reciprokém
prostoru InGaAsSb/GaAs/GaP QD pomoci PL spektroskopie s podporou viceéasticovych
vypocta.



